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Zalacznik nr 7
do Zarzadzenia Rektora nr 10/12
z dnia 21 lutego 2012r.

KARTA MODULU / KARTA PRZEDMIOTU

Kod modutu

EiT S | TBWC

Nazwa modutu

Techniki bardzo wysokiej czestotliwosci

Nazwa modutu w jezyku angielskim

Very High Frequency Techniques

Obowigzuje od roku akademickiego

2012/2013

A. USYTUOWANIE MODULU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow

Elektronika i Telekomunikacja

Poziom ksztatcenia

| stopien
(I stopien / Il stopien)

Profil studiow

Ogodlnoakademicki
(ogdlno akademicki / praktyczny)

Forma i tryb prowadzenia studiéw

stacjonarne
(stacjonarne / niestacjonarne)

Specjalnos¢

Jednostka prowadzgca modut

Katedra Telekomunikacji Fotoniki i
Nanomateriatow

Koordynator modutu

dr inz. Tomasz Kaczmarek

Zatwierdzit:

B. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos¢ do grupy/bloku
przedmiotow

Kierunkowy
(podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Status modutu

obowigzkowy
(obowigzkowy / nieobowigzkowy)

Jezyk prowadzenia zajec

polski

Usytuowanie modutu w planie studiow
- semestr

semestr IV

Usytuowanie realizacji przedmiotu w
roku akademickim

semestr letni
(semestr zimowy / letni)

Wymagania wstepne

Matematyka 2, Fizyka 2, Obwody i sygnaty,

Teoria pola elektromagnetycznego
(kody modutéw / nazwy modutéw)

Egzamin nie
(tak / nie)
Liczba punktéw ECTS 3
Forma wykiad ¢éwiczenia laboratorium projekt inne

prowadzenia zajec¢

30

w semestrze

15
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C. EFEKTY KSZTALCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTOW KSZTALCENIA

Celem modutu jest zapoznanie studentdéw z parametrami obwodowymi i falowymi linii
transmisyjnych; z wykresem Smitha; technologig i podstawowymi parametrami prowadnic

Cel e o S .
modutu wspotosiowych falowodowych i zintegrowanych; z budowa, wtasciwosciami i zastosowaniem
rezonatorow bardzo wysokiej czestotliwosci
(3-4 linijki)
Symbol £ ) proiloar(;ginia odniesier)ie do odniesier)ie do
efektu ekty ksztalcenia zaicé _ efektow efektow
(w/é/l/:)(;inne) kierunkowych | obszarowych
Ma elementarng wiedze na temat cech
charakterystycznych oraz wykorzystania mikrofal, K W04 T1A WO1
W 01 podstaw elektromagnetyzmu; réwnan Maxwella; fali W K W20 T1A W06
- ptaskiej typu TEM; efektu naskérkowego i efektu K W05 T1A W07
Dopplera; parametréw falowoddw; macierz - -
rozproszenia,
Ma podstawowag wiedze na temat wzbudzania fal w
falowodach; ztgcz; obcigzen bezodbiciowych;
dzielnikow, sumatoréw mocy i sprzegaczy K W04 T1A WO1
W 02 k|erl.!r’1k.owych; wnek re’zona_ns’owych; odC|r,1kow W K W20 T1A W06
przejsciowych falowodéw; filtrow; elementéw K W05 T1A W07
wykorzystujgcych ferryty; podtozy dielektrycznych; — -
prowadnic falowych; przej$s¢ miedzy strukturami
mikropaskowymi a innymi prowadnicami;
Ma elementarng wiedze na temat elementéw o
statych skupionych i nieciggtosci; dzielnikéw mocy;
uktaddéw odsprzegajacych napiecie zasilania i
uktadéw zwierajgcych; wykresu Smitha;
transformatora ¢éwier¢falowego; Szuméw w ukfadach
elektronicznych; lamp mikrofalowych; typéw uktadéw K W20 T1A WO6
W03 eI’ektromcznych iich pe_zrametrow; dloq ] W K W05 T1A W07
potprzewodnikowych i ich zastosowan; tranzystorow K W23 T1A W09
mikrofalowych; hybrydowych i monolitycznych — —
mikrofalowych uktadéw scalonych; generatoréw
mikrofalowych; pomiaréw czestotliwosci, mocy,
ttumienia i wzmocnienia; propagacji mikrofal;
zastosowania mikrofal w telekomunikaciji; techniki
radarowej;
Potrafi wykorzysta¢ w obliczeniach rachunek
decybelowy; analizowa¢ falowdd jako prowadnice fal K_U10 T1A UO7
U_01 | elektromagnetycznych; dokona¢ analizy zjawisk ¢ K_U12 T1A U08
propagacyjnych w falowodach; wyznaczyé K_U13 -
parametry macierzy rozproszenia dla czwornika;
Potrafi przeanalizowac¢ prace dzielnika typu T;
rozgatezienia magiczne T; sprzegacza K_U10 T1A UO7
U_02 | kierunkowego; izolatora; cyrkulatora; przesuwnikow | ¢ K_U12 T1A UO8
fazy; wykorzystaé rezonatory mikropaskowe; K_U13 -
rezonatory dielektryczne i YIG; filtry mikropaskowe
Potrafi zaprojektowa¢ uktady dopasowujgce o
elementach skupionych; uktady dopasowujace ze
stroikami; przeanalizowa¢ zasade dziatania klistronu K_U10 T1A UO7
U_03 | wielownekowego; dokonac¢ analizy funkcjonowania |¢ K_U12 T1A U08
lampy z falg biezgcg; przeanalizowac K_U13 -
funkcjonowanie magnetronu; wykorzystac¢ analizator
widma w technice pomiarowej;
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Ma swiadomos¢ zalet i wad transmisji mikrofal w
kanale zamknietym w poréwnaniu do propagaciji
sygnatu drogqg radiowq; zdaje sobie sprawe z

K_01 R w/¢ K_K02 T1A_KO02
negatywnych skutkdw jakie niesie ze sobg
propagacja mikrofal w wolnej przestrzeni na
organizmy zywe
Tresci ksztalcenia:
1. Tresci ksztalcenia w zakresie wyktadu
Odniesienie
wyll(\:ra du Tresci ksztatcenia I(::z:;f:;:‘i’;
dla modutu
1 Cechy charakterystyczne i wykorzystanie mikrofal; podstawy W_01
elektromagnetyzmu; rownania Maxwella;
2 Fala ptaska typu TEM i warunki brzegowe; efekt naskorkowy i efekt Dopplera; W_01
parametry falowodoéw;
3 Macierz rozproszenia, W 01
4 Wzbudzanie fal w falowodach; ztgcza; obcigzenia bezodbiciowe; dzielniki, W_02
sumatory mocy i sprzegacze kierunkowe
5 Whneki rezonansowe; odcinki przejsciowe falowodow; filtry; elementy W_02
wykorzystujgce ferryty; K 01
6 Podtoza dielektryczne; prowadnice falowe; przejscia miedzy strukturami wW_02
mikropaskowymi a innymi prowadnicami;
7 Elementy o statych skupionych i nieciggtosci; dzielniki mocy; uktady W_03
odsprzegajace napiecie zasilania i uktady zwierajgce;
8 Wykres Smitha; transformator ¢wiercfalowy; W _03
9 Szumy w uktadach elektronicznych; lampy mikrofalowe; typy uktadow W_03
elektronicznych i ich parametry
10 Diody potprzewodnikowe i ich zastosowania; tranzystory mikrofalowe; W_03
hybrydowe i monolityczne mikrofalowe uktady scalone;
11 Generatory mikrofalowe; pomiary czestotliwosci, mocy, ttumienia i wW_03
wzmochienia,
12 Pomiary parametréw macierzy rozproszenia; pomiary szumoéw; analizator W_03
skalarny i wektorowy;
13 Propagacja mikrofal W_03
K_01
14 Zastosowanie mikrofal w telekomunikacji W_03
K_01
15 Technika radarowa,; W_03
K_01
2. Tresci ksztatcenia w zakresie éwiczen
Odniesienie
N'r za ec Tresci ksztatcenia do efekté‘.”
¢éwicz. ksztatcenia
dla modutu
1 Rachunek decybelowy; Falowdd jako prowadnica fal elektromagnetycznych; U 01
Analiza zjawisk propagacyjnych w falowodach;
2 Wyznaczanie parametréw macierzy rozproszenia dla czwérnika,; U 01
3 Dzielnik typu T; rozgatezienie magiczne T; sprzegacz kierunkowy; izolator; u_02
cyrkulator; przesuwniki fazy;
4 Rezonatory mikropaskowe; rezonatory dielektryczne i YIG; filtry uU_02
mikropaskowe
5 Uktady dopasowujgce o elementach skupionych; uktady dopasowujgce ze uU_03
stroikami;
6 Klistron wielownekowy; lampa z falg biezaca; magnetron; U 03
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K_01
7,8 Analizator widma U 03
3. Tresci ksztatcenia w zakresie zadan laboratoryjnych
Odniesienie
Nr zaje¢ o . do efektow
lab. Tresci ksztalcenia ksztatcenia
dla modutu

4. Charakterystyka zadan projektowych
5. Charakterystyka zadah w ramach innych typow zaje¢ dydaktycznych

Metody sprawdzania efektéw ksztalcenia

Symbol Metody sprawdzania efektéow ksztatcenia
efektu (sposob sprawdzenia, w tym dla umiejetno$ci — odwotanie do konkretnych zadan projektowych, laboratoryjnych, itp.)

w o1 | Sprawdzian zaliczeniowy

w o2 |Sprawdzian zaliczeniowy

w 03 | Sprawdzian zaliczeniowy

U o1 |Sprawdzian zaliczeniowy

U o2 | Sprawdzian zaliczeniowy

U o3 |Sprawdzian zaliczeniowy

K o1 | Sprawdzian zaliczeniowy
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D. NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktéw ECTS

. o obciazenie
Rodzaj aktywnosci studenta
1 | Udziat w wykfadach 30
2 | Udziat w ¢wiczeniach 15
3 | Udziat w laboratoriach
4 | Udziat w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 2
5 | Udziat w zajeciach projektowych
6 | Konsultacje projektowe
7 | Udziat w egzaminie
8
9 | Liczba godzin realizowanych przy bezposrednim udziale nauczyciela 47
akademickiego (suma)
10 | Liczba punktéw ECTS, ktora student uzyskuje na zajeciach
wymagajacych bezposredniego udziatu nauczyciela akademickiego 1,88
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
11 | Samodzielne studiowanie tematyki wyktadow 5
12 | Samodzielne przygotowanie sie do ¢wiczen 17
13 | Samodzielne przygotowanie sie do kolokwiow 6
14 | samodzielne przygotowanie sie do laboratoriow
15 | Wykonanie sprawozdan
15 | Przygotowanie do kolokwium koncowego z laboratorium
17 | wWykonanie projektu lub dokumentagcji
18 | Przygotowanie do egzaminu
19
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta (SuﬁaS)
21 | Liczba punktéw ECTS, ktérg student uzyskuje w ramach samodzielnej
pracy 1,12
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta)
22 Sumaryczne obcigzenie pracg studenta 75
23 Punkty ECTS za modut 3
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
24 | Naktad pracy zwigzany z zajeciami o charakterze praktycznym 38
Suma godzin zwigzanych z zajeciami praktycznymi
25 | Liczba punktéw ECTS, ktorg student uzyskuje w ramach zajeé o
charakterze praktycznym 1,52
1 punkt ECTS=25-30 godzin obcigzenia studenta
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